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요약

반투과형 액정표시장치 및 그 제조방법이 개시되어 있다. 박막 트랜지스터 영역의 제1 기판 상에 게이트 전극, 게이트

절연막, 액티브 패턴 및 소오스/드레인 전극이 순차적으로 형성된다. 반사 영역의 제1 기판 상에 그 표면에 다수의 엠

보싱을 포함하는 유기 절연막이 형성된다. 상기 유기 절연막 상에 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 연

결되는 반사 전극이 형성된다. 상기 반사 전극의 상부 및 투과 영역의 제1 기판 상에, 유기 절연막이 형성된 반사 영역

에서는 제1 두께를 갖고 상기 유기 절연막이 형성되지 않은 투과 영역에서는 상기 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께를 

갖는 컬러 필터가 형성된다. 상기 컬러 필터를 포함한 제1 기판 상에, 상기 반사 전극의 일부분을 노출하는 콘택홀을 

갖는 유기 보호막이 형성된다. 상기 유기 보호막 상에 상기 콘택홀을 통해 반사 전극과 접촉되는 투명 전극이 형성된

다. 컬러 필터와 박막 트랜지스터를 동일한 어레이 기판에 형성하는 COA 구조를 적용하여 화소의 개구율을 극대화하

고, 엠보싱용 유기 절연막의 단차를 이용하여 반사 영역의 컬러 필터 두께를 투과 영역에 비해 감소시킴으로써 반사 

모드와 투과 모드의 색 순도 차이를 줄인다. 또한, 투과 영역의 셀 갭을 반사 영역의 셀 갭보다 두껍게 형성하여 투과

율을 극대화시킬 수 있다.

대표도

도 2a

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 의한 반투과형 액정표시장치의 어레이 기판을 도시한 평면도이다.

도 2a는 도 1의 AA'선에 따른 반사 영역의 반투과형 액정표시장치를 도시한 단면도이다.

도 2b는 도 1의 BB'선에 따른 투과 영역의 반투과형 액정표시장치를 도시한 단면도이다.

도 3a 내지 도 3h는 본 발명에 의한 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들이다.
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도 4는 유기 블랙 매트릭스를 형성하기 위한 포토 마스크의 레이아웃도이다.

도 5a 및 도 5b는 도 4의 마스크 패턴을 이용하여 유기 블랙 매트릭스를 형성하는 방법을 설명하기 위한 단면도이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명〉

100 : 제1 기판 102 : 게이트 전극

104 : 게이트 절연막 106 : 액티브 패턴

108 : 오믹 콘택 패턴 110 : 소오스 전극

112 : 드레인 전극 115 : 박막 트랜지스터 영역

116 : 버퍼 절연막 118 : 제1 콘택홀

120 : 유기 절연막 121 : 엠보싱

122 : 반사 전극 124 : 컬러 필터

126 : 유기 블랙 매트릭스 128 : 유기 보호막

130 : 제2 콘택홀 132 : 투명 전극

150 : 제2 기판 152 : 공통 전극

160 : 스페이서 170 : 액정층

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 컬러필터-온-어레이(Color filter-On-Arra

y; 이하 'COA'라 한다) 구조를 갖는 반투과형 액정표시장치 및 그 제조방법에 관한 것이다.

액정표시장치는 액정층에 걸리는 전압으로 액정의 분자 배열을 조절하는데, 그 구동 방법에 따라 주사선에 연결된 모

든 화소에 동시에 신호 전압을 걸어주는 라인 어드레싱(line addressing)을 하면서 신호선과 주사선에 걸린 전압의 

차이의 자승평균평방근(root-mean-square; rms) 값을 이용하여 화소를 구동하는 패시브 매트릭스(passive matrix)

형과 각각의 화소에 MIM(metal-insulator-metal) 소자나 박막 트랜지스터(thin film transistor; TFT) 등의 스위칭 

소자를 달아 화소를 구동 하는 액티브 매트릭스(active matrix)형으로 구분된다.

또한, 액정표시장치는 액정 셀의 배면에 위치한 백라이트를 이용하여 화상을 표시하는 투과형 액정표시장치와 외부

의 자연광을 이용한 반사형 액정표시장치로 크게 구분할 수 있다. 박막 트랜지스터-액정표시장치에 있어서, 각 화소

마다 형성되는 화소 전극은 반사형의 경우 알루미늄 또는 은과 같은 반사율이 높은 금속으로 이루어지고 박막 트랜지

스터의 드레인 전극(또는 경우에 따라 소오스 전극일 수도 있다)과 전기적으로 연결되어 반사판의 역할을 한다. 투과

형 액정표시장치의 화소 전극은 빛이 화소 전극을 통과하여 사용자의 눈에 들어오게 되므로 인듐-틴-옥사이드(indiu

m-tin-oxide; ITO) 또는 인듐-징크-옥사이드(indium-zinc-oxide; IZO)와 같은 투명 도전막으로 형성한다.

투과형 액정표시장치의 대표적인 예로 노트북 컴퓨터를 들 수 있으나, 최근 무선 인터넷의 보급으로 야외에서 노트북

컴퓨터를 사용하는 등의 사용 환경의 변화가 이루어지고 있다. 그러나, 투과형 액정표시장치의 경우, 건물 밖 등 주위

의 조도가 높은 곳에서는 표시소자 자체의 내장 광원, 즉 백라이트의 밝기가 태양 광과 같은 외부 광에 비해 현저히 

낮기 때문에 그 밝기가 어둡게 보여 콘트라스트가 낮아지게 된다. 이에 따라, 시인성이 저하되어 표시특성이 매우 나

빠지게 된다.
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이러한 문제를 해결하기 위해서 액정을 구동하기 위한 화소부를 투과 영역과 반사 영역으로 나눔으로써, 실내나 외부

광원이 존재하지 않는 어두운 곳에서는 표시소자 자체의 내장 광원을 이용하여 디스플레이하는 투과 표시모드로 작

동하고 실외의 고조도 환경에서는 외부의 입사광을 반사시켜 디스플레이하는 반사 표시모드 로 작동하는 반투과형 

액정표시장치가 개발되었다.

이러한 반투과형 액정표시장치는 일반적인 액정표시장치와 마찬가지로 박막 트랜지스터와 화소 전극이 배열된 하부

의 어레이 기판을 제조하는 공정과 컬러 필터 및 공통 전극을 포함하는 상부의 컬러 필터 기판을 제조하는 공정, 그리

고 두 개의 기판 사이에 액정층을 형성하는 액정 셀 공정에 의해 형성된다.

여기서, 두 기판의 배치는 두 기판 중 어느 하나의 기판에 씰 패턴(seal pattern)을 형성하고 동일 기판이나 다른 기판

에 두 기판 사이의 간격을 유지하기 위한 스페이서를 산포한 다음, 컬러 필터와 화소 전극이 일대일 대응되도록 두 기

판을 배치하고 상기 씰 패턴을 가압 경화하여 합착함으로써 이루어진다. 상기 컬러 필터는 적(R), 녹(G), 청(B)의 세 

가지 색으로 이루어지며, 하나의 색이 하나의 화소 전극과 대응된다.

그러나, 화소 전극과 컬러 필터가 대응되도록 기판을 배치하는 과정에서 오정렬(misalign)이 발생하면 구동시 빛샘과

같은 불량이 발생할 수 있다. 이를 방지하기 위하여 상부의 컬러 필터 기판에 형성되는 블랙 매트릭스의 폭을 넓게 형

성할 수 있는데, 이 경우 개구율이 낮아지는 문제가 있다.

또한, 기존의 반투과형 액정표시장치는 반사 모드를 기준으로 설계하고 있기 때문에, 전압을 인가하지 않았을 때 투과

모드의 투과율이 반사 모드 투과율의 50% 정도 밖에 되지 않는다. 이에 따라, 투과 모드의 액정층 두께를 반사 모드

의 액정층 두께보다 두껍게 하여 반사 모드와 투과 모드의 투과율을 동일하게 만드는 다중 셀 갭(cell gap) 구조가 요

구되고 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 제1의 목적은 컬러 필터를 박막 트랜지스터가 형성되는 어레이 기판에 형성하여 개구율을 향상시

키고, 반사 모드와 투과 모드의 색순도 차이를 줄일 수 있는 반투과형 액정표시장치를 제공하는데 있다.

본 발명의 제2의 목적은 컬러 필터를 박막 트랜지스터가 형성되는 어레이 기판에 형성하여 개구율을 향상시키고, 반

사 모드와 투과 모드의 색순도 차이를 줄일 수 있는 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상술한 본 발명의 제1의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역

으로 구분되는 반투과형 액정표시장치에 있어서, 상기 박막 트랜지스터 영역의 제1 기판 상에 형성된 게이트 전극; 상

기 게이트 전극을 포함한 제1 기판 상에 형성된 게이트 절연막; 상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 형성된 액

티브 패턴; 상기 액티브 패턴 상에 형성된 소오스/드레인 전극; 상기 반사 영역의 제1 기판 상에 형성되고, 그 표면에 

다수의 엠보싱을 포함하는 유기 절연막; 상기 유기 절연막 상에 형성되고, 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 

어느 하나와 연결되는 반사 전극; 상기 반사 전극의 상부 및 상기 투과 영역의 제1 기판 상에 형성되고, 상기 유기 절

연막이 형성된 반사 영역에서는 제1 두께를 갖고 상기 유기 절연막이 형성되지 않은 투과 영역에서는 상기 제1 두께

보다 두꺼운 제2 두께를 갖는 컬러 필터; 상기 컬러 필터를 포함한 제1 기판 상에 형성되고, 상기 반사 전극의 일부분

을 노출하는 콘택홀을 갖는 유기 보호 막; 및 상기 유기 보호막 상에 형성되고, 상기 콘택홀을 통해 상기 반사 전극과 

접촉되는 투명 전극을 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치를 제공한다.

본 발명의 바람직한 실시예에 의하면, 상기 유기 보호막의 하부에 상기 컬러 필터를 둘러싸도록 형성된 유기 블랙 매

트릭스를 더 구비한다.

또한, 상기 유기 블랙 매트릭스와 상기 액티브 패턴과의 직접 접촉을 방지하기 위하여 상기 소오스/드레인 전극과 상

기 유기 절연막 사이에 형성된 버퍼 절연막을 더 구비할 수 있다. 바람직하게는, 상기 버퍼 절연막을 실리콘 질화물로 

이루어진다.

상술한 본 발명의 제2의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역

으로 구분되는 반투과형 액정표시장치의 제조방법에 있어서, 상기 박막 트랜지스터 영역의 제1 기판 상에 게이트 전

극을 형성하는 단계; 상기 게이트 전극을 포함한 제1 기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계; 상기 게이트 전극 위

의 게이트 절연막 상에 액티브 패턴을 형성하는 단계; 상기 액티브 패턴 상에 소오스/드레인 전극을 형성하는 단계; 

상기 반사 영역의 제1 기판 상에 그 표면에 다수의 엠보싱을 포함하는 유기 절연막을 형성하는 단계; 상기 유기 절연



공개특허 10-2004-0085789

- 4 -

막 상에 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 연결되는 반사 전극을 형성하는 단계; 상기 반사 전극

의 상부 및 상기 투과 영역의 제1 기판 상에, 상기 유기 절연막이 형성된 반사 영역에서는 제1 두께를 갖고 상기 유기 

절연막이 형성되지 않은 투과 영역에서는 상기 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께를 갖도록 컬러 필터를 형성하는 단계; 

상기 컬러 필터를 포함한 제1 기판 상에 유기 보호막을 형성하는 단계; 상기 유기 보호막을 식각하여 상기 반사 전극

의 일부분을 노출하는 콘택홀을 형성하는 단계; 및 상기 유기 보호막 상에 상기 콘택홀을 통해 상기 반사 전극과 접촉

되는 투명 전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 제공한다.

본 발명의 바람직한 실시예에 의하면, 상기 유기 보호막을 형성하는 단계 전에, 상기 컬러 필터를 둘러싸도록 유기 블

랙 매트릭스를 형성하는 단계를 더 구비한다. 상기 유기 블랙 매트릭스는 상기 컬러 필터에 대한 오버랩을 최소화하기

위하여 슬릿 노광 공정으로 형성하는 것이 바람직하다.

또한, 상기 유기 절연막을 형성하는 단계 전에, 상기 유기 블랙 매트릭스와 상기 액티브 패턴과의 직접 접촉을 방지하

기 위한 버퍼 절연막을 형성하는 단계; 및 상기 버퍼 절연막을 식각하여 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어

느 하나를 노출하는 단계를 더 구비할 수 있다. 상기 버퍼 절연막을 식각할 때, 투과율을 증대시키기 위하여 투과 영

역의 버퍼 절연막 및 게이트 절연막을 제거하는 것이 바람직하다.

본 발명에 의하면, 컬러 필터와 박막 트랜지스터를 동일한 어레이 기판에 형성하는 COA 구조를 적용하고 낮은 유전

율을 갖는 유기 보호막을 사용하여 화소 전극을 데이터 전극과 오버랩되도록 형성함으로써, 액정 조립 공정을 단순화

하고 화소의 개구율을 극대화할 수 있다.

또한, 엠보싱용 유기 절연막의 단차를 이용하여 반사 영역의 컬러 필터 두께 를 투과 영역에 비해 감소시킴으로써 반

사 모드와 투과 모드의 색순도 차이를 줄일 수 있으며, 이에 따라 투과 영역의 셀 갭을 반사 영역의 셀 갭보다 두껍게 

형성하여 투과율을 극대화시킬 수 있다.

또한, 투과 영역의 높은 굴절률을 갖는 게이트 절연막 및 버퍼 절연막을 제거함으로써 광 손실을 줄이고 투과율을 증

대시킬 수 있다.

또한, 반사판으로 제공되는 반사 전극과 컬러 필터 간에 이격 거리가 존재하지 않으므로 반사 모드시 광 손실 또는 혼

색 발생을 방지할 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하고자 한다.

도 1은 본 발명에 의한 반투과형 액정표시장치의 어레이 기판을 나타낸 평면도이다. 도 2a는 도 1의 AA'선에 따른 반

사 영역의 반투과형 액정표시장치를 도시한 단면도이고, 도 2b는 도 1의 BB'선에 따른 투과 영역의 반투과형 액정표

시장치를 도시한 단면도이다.

도 1, 도 2a 및 도 2b를 참조하면, 유리 또는 석영과 같은 절연 물질로 이루어진 제1 기판(100) 상에 크롬(Cr)/알루미

늄-네오디뮴(AlNd)과 같은 제1 금속막으로 이루어진 게이트 배선이 형성되어 있다. 상기 게이트 배선은 제1 방향으

로 신장되는 게이트 라인(도시하지 않음), 상기 게이트 라인으로부터 분기된 게이트 전극(102) 및 상기 게이트 라인의

끝단에 연결되어 게이트 전극(102)에 주사 전압을 인가하기 위한 게이트 패드(도시하지 않음)를 포함한다.

상기 게이트 배선을 포함한 기판(100) 상에는 무기 절연물질, 예컨대 실리콘 질화물로 이루어진 게이트 절연막(104)

이 형성되어 있다. 상기 게이트 전극(102) 위의 게이트 절연막(104) 상에는 비정질실리콘으로 이루어진 액티브 패턴(

106) 및 n + 로 도핑된 비정질실리콘으로 이루어진 오믹 콘택 패턴(108)이 순차적으로 적층되어 있다.

상기 오믹 콘택 패턴(108) 및 게이트 절연막(104) 상에는 크롬(Cr), 크롬-알루미늄(Cr-Al) 또는 크롬-알루미늄-크

롬(Cr-Al-Cr)과 같은 제2 금속막으로 이루어진 데이터 배선이 형성되어 있다. 상기 데이터 배선은 상기 게이트 라인

과 교차하는 제2 방향으로 신장되어 상기 게이트 라인과 함께 화소부를 구획하는 데이터 라인(도시하지 않음), 상기 

데이터 라인으로부터 분기되어 액티브 패턴(106)의 제1 영역과 중첩되는 제1 전극(소오스 전극 또는 드레인 전극)(1

10) 및 상기 제1 영역과 대향되는 제2 영역과 중첩되는 제2 전극(드레인 전극 또는 소오스 전극)(112), 그리고 상기 

데이터 라인의 끝단에 연결되어 상기 제1 전극으로 신호 전압을 인가하기 위한 데이터 패드(도시하지 않음)를 포함한

다. 이하, 상기 제1 전극(110)을 소오스 전극이라 하고, 상기 제2 전극(112)을 드레인 전극이라 한다. 따라서, 기판(10

0) 상의 박막 트랜지스터 영역(115)에는 게이트 전극(102), 게이트 절연막(104), 액티브 패턴(106), 오믹 콘택 패턴(

108), 소오스 전극(110) 및 드레인 전극(112)을 포함한 박막 트랜지스터가 형성된다.

상기 박막 트랜지스터를 포함한 제1 기판(100) 상에는 그 위에 형성되는 유기 블랙 매트릭스(126)와 상기 액티브 패

턴(106)이 직접 접촉하여 상기 유기 블랙 매트릭스(126) 내의 이온 불순물들이 액티브 패턴(106)의 채널 영역으로 

침투하는 것을 방지하기 위한 버퍼 절연막(116)이 형성된다. 바람직하게는, 상기 버퍼 절연막(116)은 실리콘 질화물
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로 이루어진다. 상기 버퍼 절연막(116)을 관통하여 반사판으로 제공되는 반사 전극(122)과 상기 드레인 전극(112)을 

전기적으로 연결시키기 위한 제1 콘택홀(118)이 형성된다.

일반적으로 투과율은 빛이 통과하는 매질들의 굴절률에 의해 좌우되는데, 빛이 동일한 굴절률을 갖는 매질들을 통과

할 경우에는 빛의 왜곡 현상이 발생하지 않는다. 그러나, 굴절률의 차이가 큰 서로 다른 매질들이 두껍게 적층되어 있

을 경우에는 빛이 상기 매질들을 통과하면서 상쇄 간섭, 반사 또는 흡수되어 광 손실이 발생하게 된다. 실리콘 질화물

은 높은 굴절률을 갖기 때문에 제1 기판(100)의 후면에 위치한 백 라이트로부터 제1 기판(100)으로 방출된 빛이 실

리콘 질화물로 이루어진 게이트 절연막(116) 및 버퍼 절연막(118)을 통과하면서 상쇄 간섭, 반사 또는 흡수에 의해 

광 손실이 발생하게 된다. 따라서, 투과 영역의 게이트 절연막(116) 및 버퍼 절연막(118)을 제거하면, 제1 기판(100)

을 통과한 빛이 곧바로 상기 제1 기판(100)과 유사한 굴절률을 갖는 유기 절연막(120)을 통과하기 때문에 광 손실을 

줄여 투과율을 증대시킬 수 있다.

반사 영역의 제1 기판(100), 바람직하게는 박막 트랜지스터 영역(115) 및 투과 영역을 제외한 제1 기판(100) 상에는 

그 표면에 다수의 엠보싱(121)을 포함하는 유기 절연막(120)이 형성되어 있다.

상기 유기 절연막(120) 상에는 상기 제1 콘택홀(118)을 통해 드레인 전극(112)과 연결되고 반사판 및 화소 전극으로

사용되는 반사 전극(122)이 형성되어 있다. 바람직하게는, 상기 반사 전극(122)은 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(Al al

loy), 은(Ag) 또는 은 합금(Ag alloy)으로 이루어진다.

상기 반사 전극(122)의 상부 및 상기 투과 영역의 제1 기판(100) 상에는 적(R), 녹(G), 청(B)의 세 가지 색으로 이루

어지고 하나의 색이 하나의 화소 전극과 대응되는 컬러 필터(124)들이 형성된다. 상기 컬러 필터(124)는 엠보싱용 유

기 절연막(120)이 형성되어 있는 반사 영역에서는 얇은 제1 두께를 갖고 상기 엠보싱용 유기 절연막(120)이 형성되

지 않은 투과 영역에서는 상기 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께를 갖는다.

반투과형 액정표시장치에 있어서, 반사 모드의 빛은 컬러 필터를 두 번 통과하는 반면 투과 모드의 빛은 컬러 필터를 

한번만 통과하게 된다. 이에 따라, 착색되는 정도가 달아 반사 모드와 투과 모드에서 색순도의 차이가 발생하게 된다. 

즉, 컬러 필터를 두 번 통과하는 반사 모드는 어둡고 진한 색순도를 갖는 반면, 컬러 필터를 한 번 통과하는 투과 모드

는 밝고 연한 색순도를 갖게 된다. 통상적으로 컬러 필터는 감광성 컬러 수지로 형성되는데, 이러한 액상 유기 물질들

은 경화시 하부 패턴의 단차를 따라 평탄화된다. 본 발명에 의하면 도 2b에 도시한 바와 같이, 엠보싱용 유기 절연막(

120)의 단차에 의해 반사 영역에 형성되는 컬러 필터(124)의 두께가 투과 영역에 형성되는 컬러 필터(124)의 두께보

다 얇아지게 된다. 따라서, 반사 영역의 컬러 필터(124) 두께를 감소시킴으로써 투과 모드와 반사 모드의 색순도 차이

를 줄일 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면, 각각의 컬러 필터(124)들은 유기 블랙 매트릭스(126)로 둘러싸여 있다. 상기 유기 블랙 매트

릭스(126)는 화소 이외의 영역에서 빛이 새는 것을 방지하고 컬러 필터(124)의 색을 구분하는 역할을 한다.

상기 컬러 필터(124), 유기 블랙 매트릭스(126) 및 제1 기판(100) 상에는 유기 보호막(128)이 형성되어 있다. 실리콘

질화물과 같은 높은 유전율을 갖는 무기물로 보호막을 형성하면, 데이터 배선과 화소 전극과의 사이에 기생 캐패시턴

스가 형성되어 커플링이 발생하게 되므로 화소 전극과 데이터 배선을 중첩시키지 못하여 개구율을 증대시키는데 한

계가 있다. 이에 반하여, 보호막을 낮은 유전율의 유기 물질로 형성하면, 화소 전극과 데이터 배선과의 사이에 기생 캐

패시턴스의 생성을 억제하여 화소 전극을 게이트 배선 및 데이터 배선과 중첩되도록 형성할 수 있으므로 높은 개구율

의 박막 트랜지스터-액정표시장치를 구현할 수 있다.

상기 유기 보호막(128) 상에는 각각의 컬러 필터(124) 및 유기 보호막(128)을 관통하여 반사 전극(122)을 노출하는 

제2 콘택홀(130)을 통해 상기 반사 전극(122)과 접촉하는 투명 전극(132)이 형성된다. 바람직하게는, 상기 투명 전극

(132)은 ITO 또는 IZO로 이루어진다.

반사 전극(122) 및 투명 전극(132)으로 이루어진 화소 전극은 박막 트랜지스터로부터 화상 신호를 받아 상부 기판(즉

, 제2 기판)(150)의 공통 전극(152)과 함께 전기장을 생성하는 역할을 하므로, 박막 트랜지스터의 드레인 전극(112)

과 전기적으로 연결되어야 한다. 본 발명에 의하면, 상기 투명 전극(132)을 드레인 전극(112)과 연결되어 있는 반사 

전극(122)과 접촉시킴으로써, 상기 투명 전극(132)을 드레인 전극(112)과 전기적으로 연결시킨다.

상기 투명 전극(132) 상에는 제1 배향막(orientation layer)(도시하지 않음)이 적층된다.

상기 제1 기판(100)에 대향하는 제2 기판(150)은 그 하면에 공통 전극(152)을 구비한다. 상기 공통 전극(152)의 하

부에는 제2 배향막(도시하지 않음)이 형성된다. 상기 제2 배향막은 제1 기판(100)의 제1 배향막과 함께 액정층(170)

의 액정 분자들을 소정 각도로 프리틸팅 시키는 기능을 수행한다. 또한, 도시하지는 않았으나, 상기 제2 기판(150)의 

상면에는 위상차판 및 편광판이 순차적으로 형성된다.
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상기 제1 기판(100)과 제2 기판(150) 사이에는 복수개의 스페이서(160)가 산포되어 제1 기판(100)과 제2 기판(150)

과의 사이에 소정의 공간이 형성된다. 이와 같은 제1 기판(100)과 제2 기판(150) 사이의 공간에는 액정층(170)이 형

성된다.

본 발명에 의하면, 엠보싱용 유기 절연막(120)에 의한 단차로 인하여 투과 영역의 액정층 두께, 즉 셀 갭이 반사 영역

의 셀 갭보다 두껍게 형성되는데, 바람직하게는 투과 영역의 셀 갭이 반사 영역의 셀 갭의 두 배가 되도록 형성한다. 

따라서, 투과 모드의 투과율을 증대시킬 수 있으므로, 정상적인 화이트 모드시 반사 영역과 투과 영역의 휘도를 균일

하게 할 수 있다.

또한, 컬러 필터가 상부 기판(즉, 제2 기판)에 형성되는 기존의 반투과형 액정표시장치에서는 반사 전극과 컬러 필터

가 3㎛ 정도의 셀 갭에 의해 이격되어 있다. 따라서, 반사 모드시 상기 셀 갭에 의한 반사각에 의해 예를 들어 적색 컬

러 필터를 통과한 빛이 녹색 컬러 필터로 반사되어 적색과 녹색이 혼색되는 문제가 발 생하게 된다. 이에 반하여, 본 

발명의 반투과형 액정표시장치에 의하면 컬러 필터가 어레이 기판(즉, 제1 기판)(100)에 형성되고 반사 전극(122)과 

컬러 필터(124) 사이에 이격 거리가 존재하지 않으므로, 반사 모드시 광 경로에 따른 광 손실이나 혼색 발생을 방지할

수 있다.

도 3a 내지 도 3h는 본 발명에 의한 반투과형 액정표시장치의 제조방법을 설명하기 위한 단면도들로서, 도 1의 AA'

선에 따른 반사 영역을 나타낸다.

도 3a를 참조하면, 유리 또는 석영과 같은 절연 물질로 이루어진 제1 기판(100) 상에 약 500Å의 크롬(Cr) 및 약 250

0Å의 알루미늄-네오디뮴(AlNd)으로 이루어진 제1 금속막을 증착한 후, 사진식각 공정으로 상기 제1 금속막을 패터

닝하여 제1 방향으로 신장되는 게이트 라인(도시하지 않음), 상기 게이트 라인으로부터 분기된 게이트 전극(102) 및 

상기 게이트 라인의 끝단에 연결되어 게이트 전극(102)에 주사 전압을 인가하기 위한 게이트 패드(도시하지 않음)를 

포함하는 게이트 배선을 형성한다.

상기 게이트 배선이 형성된 제1 기판(100)의 전면에 실리콘 질화물을 플라즈마 화학기상증착(plasma-enhanced ch

emical vapor deposition; PECVD) 방법에 의해 약 4500Å의 두께로 증착하여 게이트 절연막(104)을 형성한다.

상기 게이트 절연막(104) 상에 액티브층으로서, 예컨대 비정질실리콘막을 PECVD 방법에 의해 약 2000Å의 두께로 

증착하고, 그 위에 오믹 콘택층으로서, 예컨대 n + 도핑된 비정질실리콘막을 PECVD 방법에 의해 약 500Å의 두께

로 증착한다. 이때, 상기 액티브층 및 오믹 콘택층은 PECVD 설비의 동일 챔버 내에서 인-시튜(in-situ)로 증착한다. 

이어서, 사진식각 공정으로 상기 막들을 패터닝하여 게이트 전극(102) 위의 게이트 절연막(104) 상에 비정질실리콘

막으로 이루어진 액티브 패턴(106) 및 n + 도핑된 비정질실리콘막으로 이루어진 오믹 콘택 패턴(108)을 형성한다.

상기 오믹 콘택 패턴(108) 및 게이트 절연막(104) 상에 크롬(Cr), 크롬-알루미늄(Cr-Al) 또는 크롬-알루미늄-크롬(

Cr-Al-Cr)과 같은 제2 금속막을 약 1500∼4000Å의 두께로 증착한 후, 사진식각 공정으로 제2 금속막을 패터닝하

여 데이터 배선을 형성한다. 상기 데이터 배선은 상기 게이트 라인에 직교하는 데이터 라인(도시하지 않음), 상기 데

이터 라인으로부터 분기되는 소오스 전극(110) 및 드레인 전극(112), 그리고 상기 데이터 라인의 끝단에 연결되어 상

기 소오스 전극(110)에 신호 전압을 인가하기 위한 데이터 패드(도시하지 않음)를 포함한다.

그런 다음, 상기 소오스 전극(110)과 드레인 전극(112) 사이의 노출된 오믹 콘택 패턴(108)을 반응성 이온 식각(reac

tive ion etching; RIE) 방법에 의해 제거해낸다. 그러면, 상기 소오스 전극(110)과 드레인 전극(112) 사이의 노출된 

액티브 영역이 박막 트랜지스터(115)의 채널 영역으로 제공된다.

도 3b를 참조하면, 상기 박막 트랜지스터(115)가 형성된 제1 기판(100)의 전면에 실리콘 질화물을 약 500Å의 두께

로 증착하여 버퍼 절연막(116)을 형성한다. 상기 버퍼 절연막(116)은 후속 공정에서 형성되어질 유기 블랙 매트릭스

가 상기 액 티브 패턴(106)에 직접 접촉하여 상기 유기 블랙 매트릭스 내의 이온 불순물들이 액티브 패턴(106)의 채

널 영역으로 침투하는 것을 방지하는 역할을 한다.

이어서, 사진식각 공정으로 상기 버퍼 절연막(116)을 식각하여 상기 드레인 전극(112)을 노출하는 제1 콘택홀(118)

을 형성한다. 이와 동시에, 투과 영역의 버퍼 절연막(116) 및 게이트 절연막(104)을 제거하여 투과율을 증대시킨다.

도 3c를 참조하면, 상기 제1 콘택홀(118), 버퍼 절연막(116) 및 제1 기판(100) 상에 감광성 유기물질을 도포하여 유

기 절연막(120)을 형성한다. 1차 노광 공정으로 상기 유기 절연막(120)의 표면을 렌즈 노광한 후, 박막 트랜지스터 

영역(115) 및 투과 영역의 유기 절연막(120)을 2차 노광한다.

이어서, 테트라메틸-수산화암모늄(TMAH) 현상액을 이용하여 상기 유기 절연막(120)을 현상한다. 그러면, 상기 유

기 절연막(120)의 표면에 광 산란을 위한 다수의 엠보싱(121)이 형성됨과 동시에, 박막 트랜지스터 영역(115) 및 투
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과 영역의 유기 절연막(120)이 제거된다. 즉, 상기 유기 절연막(120)은 반사 영역의 제1 기판(100) 상에만 남아있게 

된다. 바람직하게는, 상기 엠보싱(121)은 약 5∼15°의 주경사도를 갖는다.

도 3d를 참조하면, 상술한 바와 같이 유기 절연막(120)이 형성된 제1 기판(100) 상에 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(A

l alloy), 은(Ag) 또는 은 합금(Ag alloy)과 같이 높은 반사율을 갖는 금속을 증착하고 사진식각 공정으로 이를 패터닝

하여 반사판 및 화소 전극으로 제공되는 반사 전극(122)을 형성한다. 상기 반사 전극(122)은 제1 콘택홀(118)을 통해

박막 트랜지스터의 드레인 전극(112)과 전기 적으로 연결된다.

도 3e를 참조하면, 상기 반사 전극(122)이 형성된 제1 기판(100) 상에 적(R), 녹(G), 청(B)의 세 가지 색으로 이루어

지고 하나의 색이 하나의 화소 전극과 대응되는 컬러 필터(124)들을 형성한다. 컬러 필터(124)는 여러 가지 방법으로

형성할 수 있으나, 공정 편의를 위해 감광성 수지가 포함된 절연성의 안료나 염료와 같은 착색층을 제1 기판(100) 상

에 도포하고 패터닝을 통해 해당 화소에 패턴을 남기는 방식으로 적(R), 녹(G), 청(B)의 세 개의 색상별로 형성한다.

본 발명에 의하면, 엠보싱용 유기 절연막(120)의 단차에 의해 반사 영역에 형성되는 컬러 필터(124)의 두께가 투과 

영역에 형성되는 컬러 필터(124)의 두께보다 얇아지게 된다. 따라서, 반사 영역의 컬러 필터(124) 두께를 감소시킴으

로써 투과 모드와 반사 모드의 색순도 차이를 줄일 수 있다.

도 3f를 참조하면, 상기 컬러 필터(124)가 형성된 제1 기판(100) 상에 감광성 유기물질, 예를 들어 블랙 포토레지스

트막을 도포한 후, 슬릿 노광 공정 및 현상 공정을 통해 각각의 컬러 필터(124)를 둘러싸는 유기 블랙 매트릭스(126)

를 형성한다. 이하, 도 4 및 도 5를 참조하여 유기 블랙 매트릭스(126)의 형성 공정을 상세히 설명하고자 한다.

도 4는 유기 블랙 매트릭스(126)를 형성하기 위한 포토 마스크(200)의 레이아웃도로서, 참조 부호 210은 각각의 컬

러 필터(124)에 대응되는 마스크 패턴을 나타내고 참조 부호 220은 컬러 필터(124)와 유기 블랙 매트릭스(126)와의 

오버랩을 최소화하기 위한 슬릿 패턴을 나타낸다.

도 5a를 참조하면, 도 4에 도시한 패턴 레이아웃을 갖는 포토 마스크(200)를 이용하여 상기 블랙 포토레지스트막(12

5)을 노광한다. 바람직하게는, 상기 블랙 포토레지스트막(125)은 네거티브 감광성 막으로서, 빛을 받은 부분이 남아 

있고 빛을 받지 않은 부분이 현상액으로 제거된다. 이러한 네거티브 포토레지스트막은 노광 에너지를 적게 받는 영역

에서 부분 반응이 일어나 상기 영역이 현상액에 의해 제거되는 특성을 갖는다. 따라서, 유기 블랙 매트릭스(126)가 컬

러 필터(124R, 124G, 124B)의 가장자리에 약간 오버랩되도록 포토 마스크(200)의 마스크 패턴(210)을 설계하고 상

기 오버랩되는 영역에 슬릿 패턴(220)을 형성함으로써, 컬러 필터와 유기 블랙 매트릭스가 오버랩되는 영역의 블랙 

포토레지스트막이 슬릿 노광에 의해 노광 에너지를 적게 받도록 한다. 그러면, 도 5b에 도시한 바와 같이 현상 공정을

진행할 때 슬릿 노광된 부분이 현상액에 의해 제거되므로, 최종적으로 제1 기판(100) 상에 형성되는 유기 블랙 매트

릭스(126)와 컬러 필터(124R, 124G, 124B)와의 오버랩을 최소화하여 개구율을 높일 수 있다.

바람직하게는, 상기 슬릿 패턴(220)은 바(bar)와 스페이스(space)의 비율이 2:2 내지 2:5(㎛) 정도가 되도록 형성함

으로써, 컬러 필터(124R, 124G, 124B)와의 경계면에서 블랙 포토레지스트막의 경화도 차이로 인하여 경계면의 기울

기를 완만하게 만들 수 있다.

한편, 상기 도 3g로 환원하여, 상술한 바와 같이 유기 블랙 매트릭스(126)를 형성한 다음, 결과물의 전면에 감광성 유

기 물질을 도포하여 유기 보호막(128)을 형성한다. 상기 유기 보호막(128)은 그 하부의 데이터 배선과 화소 전극과의

사이 에 기생 캐패시턴스의 생성을 억제하므로, 화소 전극을 게이트 배선 및 데이터 배선과 중첩되도록 형성하여 높

은 개구율의 박막 트랜지스터-액정표시장치를 구현할 수 있다.

이어서, 각각의 컬러 필터(124) 및 유기 보호막(128)을 선택적으로 제거하여 각 화소의 반사 전극(122)을 노출하는 

제2 콘택홀(130)들을 형성한다.

그런 다음, 상기 제2 콘택홀(130)들이 형성된 결과물의 전면에 ITO 또는 IZO와 같은 투명 도전막을 증착한 후, 사진

식각 공정으로 상기 투명 도전막을 패터닝하여 도 3h에 도시한 바와 같이, 상기 제2 콘택홀(130)을 통해 반사 전극(1

22)과 접촉하는 화소 전극용 투명 전극(132)을 형성한다. 따라서, 상기 투명 전극(132)은 반사 전극(122)을 통해 박

막 트랜지스터의 드레인 전극(112)과 전기적으로 연결된다.

이어서, 도시하지는 않았으나, 상기 투명 전극(132)이 형성된 제1 기판(100) 상에 레지스트를 도포하고 러빙(rubbin

g) 처리 등을 통해 액정층 내의 액정 분자들을 선택된 각으로 프리틸팅시키는 제1 배향막을 형성한다.

계속해서, 상기 제1 기판(100)과 동일한 물질로 구성된 제2 기판(도 2a의 참조부호 150) 상에 공통 전극(도 2a의 참

조부호 152) 및 제2 배향막(도시하지 않음)을 순차적으로 형성하여 제2 기판(150)을 완성한다.
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이어서, 상기 제2 기판(150)이 제1 기판(100)에 대향하도록 배치하고 제1 기판(100)과 제2 기판(150) 사이에 복수개

의 스페이서(도 2a의 참조부호 160)를 산포하여 접합함으로써, 제1 기판(100)과 제2 기판(150) 사이에 소정의 공간

이 형성되 도록 한다. 그런 다음, 제1 기판(100)과 제2 기판(150) 사이의 공간에 진공 주입 방법을 이용하여 액정 물

질을 주입하여 액정층(도 2a의 참조부호 170)을 형성하면, 본 실시예에 따른 반투과형 액정표시장치가 완성된다. 또

한, 필요에 따라서, 제2 기판(150)의 전면에 편광판 및 위상차판이 형성될 수 있다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명에 의하면, 컬러 필터와 박막 트랜지스터를 동일한 어레이 기판에 형성하는 COA 구조를 적

용하고 낮은 유전율을 갖는 유기 보호막을 사용하여 화소 전극을 데이터 전극과 오버랩되도록 형성함으로써, 액정 조

립 공정을 단순화하고 화소의 개구율을 극대화할 수 있다.

또한, 엠보싱용 유기 절연막의 단차를 이용하여 반사 영역의 컬러 필터 두께를 투과 영역에 비해 감소시킴으로써 반

사 모드와 투과 모드의 색순도 차이를 줄일 수 있으며, 이에 따라 투과 영역의 셀 갭을 반사 영역의 셀 갭보다 두껍게 

형성하여 투과율을 극대화시킬 수 있다.

또한, 투과 영역의 높은 굴절률을 갖는 게이트 절연막 및 버퍼 절연막을 제거함으로써 광 손실을 줄이고 투과율을 증

대시킬 수 있다.

또한, 반사판으로 제공되는 반사 전극과 컬러 필터 간에 이격 거리가 존재하지 않으므로 반사 모드시 광 손실 또는 혼

색 발생을 방지할 수 있다.

상술한 바와 같이, 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만 해당 기술분야의 숙련된 당업자라면 하기의 

특허청구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변

경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치에 있어서,

상기 박막 트랜지스터 영역의 제1 기판 상에 형성된 게이트 전극;

상기 게이트 전극을 포함한 제1 기판 상에 형성된 게이트 절연막;

상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 형성된 액티브 패턴;

상기 액티브 패턴 상에 형성된 소오스/드레인 전극;

상기 반사 영역의 제1 기판 상에 형성되고, 그 표면에 다수의 엠보싱을 포함하는 유기 절연막;

상기 유기 절연막 상에 형성되고, 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 연결되는 반사 전극;

상기 반사 전극의 상부 및 상기 투과 영역의 제1 기판 상에 형성되고, 상기 유기 절연막이 형성된 반사 영역에서는 제

1 두께를 갖고 상기 유기 절연막이 형성되지 않은 투과 영역에서는 상기 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께를 갖는 컬러 

필터;

상기 컬러 필터를 포함한 제1 기판 상에 형성되고, 상기 반사 전극의 일부분을 노출하는 콘택홀을 갖는 유기 보호막; 

및

상기 유기 보호막 상에 형성되고, 상기 콘택홀을 통해 상기 반사 전극과 접촉되는 투명 전극을 구비하는 것을 특징으

로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 유기 보호막의 하부에 상기 컬러 필터를 둘러싸도록 형성된 유기 블랙 매트릭스를 더 구비하는

것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.
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청구항 3.
제2항에 있어서, 상기 유기 블랙 매트릭스와 상기 액티브 패턴과의 직접 접촉을 방지하기 위하여 상기 소오스/드레인

전극과 상기 유기 절연막 사이에 형성된 버퍼 절연막을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 4.
제3항에 있어서, 상기 버퍼 절연막을 실리콘 질화물로 이루어진 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 5.
제1항에 있어서, 투과율을 증대시키기 위하여 상기 게이트 절연막은 상기 투과 영역을 제외한 기판 상에 형성된 것을

특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 6.
제1항에 있어서, 복수개의 스페이서에 의해 상기 제1 기판과 소정 간격으로 이격되고, 공통 전극을 갖는 제2 기판; 및

상기 제1 기판과 제2 기판 사이에 형성된 액정층을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 7.
제6항에 있어서, 상기 반사 영역에 형성된 유기 절연막에 의해 상기 투과 영 역의 액정층 두께가 상기 반사 영역의 액

정층 두께보다 두껍게 형성된 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치.

청구항 8.
화소부가 박막 트랜지스터 영역, 반사 영역 및 투과 영역으로 구분되는 반투과형 액정표시장치의 제조방법에 있어서,

상기 박막 트랜지스터 영역의 제1 기판 상에 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극을 포함한 제1 기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계;

상기 게이트 전극 위의 게이트 절연막 상에 액티브 패턴을 형성하는 단계;

상기 액티브 패턴 상에 소오스/드레인 전극을 형성하는 단계;

상기 반사 영역의 제1 기판 상에 그 표면에 다수의 엠보싱을 포함하는 유기 절연막을 형성하는 단계;

상기 유기 절연막 상에 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나와 연결되는 반사 전극을 형성하는 단계;

상기 반사 전극의 상부 및 상기 투과 영역의 제1 기판 상에, 상기 유기 절연막이 형성된 반사 영역에서는 제1 두께를 

갖고 상기 유기 절연막이 형성되지 않은 투과 영역에서는 상기 제1 두께보다 두꺼운 제2 두께를 갖도록 컬러 필터를 

형성하는 단계;

상기 컬러 필터를 포함한 제1 기판 상에 유기 보호막을 형성하는 단계;

상기 유기 보호막을 식각하여 상기 반사 전극의 일부분을 노출하는 콘택홀을 형성하는 단계; 및

상기 유기 보호막 상에 상기 콘택홀을 통해 상기 반사 전극과 접촉되는 투명 전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 

특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 9.
제8항에 있어서, 상기 유기 보호막을 형성하는 단계 전에, 상기 컬러 필터를 둘러싸도록 유기 블랙 매트릭스를 형성하

는 단계를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 10.
제9항에 있어서, 상기 유기 블랙 매트릭스는 상기 컬러 필터에 대한 오버랩을 최소화하기 위하여 슬릿 노광 공정으로

형성하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 11.
제9항에 있어서, 상기 유기 절연막을 형성하는 단계 전에,
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상기 유기 블랙 매트릭스와 상기 액티브 패턴과의 직접 접촉을 방지하기 위한 버퍼 절연막을 형성하는 단계; 및

상기 버퍼 절연막을 식각하여 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 단계를 더 구비하는 것

을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 12.
제11항에 있어서, 상기 버퍼 절연막을 실리콘 질화물로 이루어진 것을 특징 으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조

방법.

청구항 13.
제11항에 있어서, 상기 버퍼 절연막을 식각하여 상기 소오스 전극 또는 드레인 전극 중의 어느 하나를 노출하는 단계

에서, 투과율을 증대시키기 위하여 상기 투과 영역의 버퍼 절연막 및 게이트 절연막을 제거하는 것을 특징으로 하는 

반투과형 액정표시장치의 제조방법.

청구항 14.
제8항에 있어서, 상기 투명 전극을 형성하는 단계 후,

공통 전극을 갖는 제2 기판을 복수개의 스페이서에 의해 상기 제1 기판과 소정 간격으로 이격되도록 대향시키는 단계

; 및

상기 제1 기판과 제2 기판 사이에 액정층을 형성하는 단계를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치

의 제조방법.

청구항 15.
제14항에 있어서, 상기 반사 영역에 형성된 유기 절연막에 의해 상기 투과 영역의 액정층은 상기 반사 영역에 비해 두

껍게 형성되는 것을 특징으로 하는 반투과형 액정표시장치의 제조방법.
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摘要(译)

公开了一种半透射型液晶显示装置及其制造方法。在薄膜晶体管区的第
一基板上依次形成栅电极，栅极绝缘膜，有源图案和源/漏电极。包括多
个压纹的有机绝缘膜形成在反射区域中的第一基板的表面上。连接到源
电极和漏电极之一的反射电极形成在有机绝缘层上。在顶部的一个第一
基板和所述反射电极的发送区域，在形成在具有是在有机绝缘层上形成
具有第二厚度厚比第一厚度大的区域中的传输的第一厚度的有机绝缘膜
的反射区域中的滤色器它形成。在包括滤色器的第一基板上形成具有暴
露部分反射电极的接触孔的有机保护膜。在有机钝化层上形成透明电
极，以通过接触孔接触反射电极。施加COA结构形成滤色器和薄膜晶体
管相同的阵列面板以最大化像素的开口率，和在反射模式和通过减小传
输上，相对于滤色器在透射区域中的反射区域的厚度通过在压花加工用
有机绝缘膜的水平使用所述差减少模式中的色纯度差异。此外，通过形
成比反射区域的单元间隙更厚的透射区域的单元间隙，可以使透射率最
大化。 图2a
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